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YEIIORTA DESCRIPTIVA
para solicitar
PATENTE DE INVENCION
en
EsPAFA
por VEINTE  afios
2 nombre de N.V. PHILIPS'GLOBILAMPENFABRIEKEN, entided holan-
desa, eStablecida en Emmgsingel 29, Eindhoven, Holanda, por:

"DISPOSITIVO DE LAH?ARA DE DESCARGA DZ VAPOR DE S0DIO"

Tg invencibn se refiere a una ldupara de descarga
de vapor de sodio que tiene una envoltura transparente que,
preferiblemente sobre el lado que enfrenta al tubo de descar-——
ga, estd recubierta con una capa que transmite luces de so-

5 dio y refleja la radiacibn infrarroja.

T eficiencia luminosa de las limparas de descarga
de vapor de sodio puede ser mejorada usando tales capas se-
lectivamente reflectoras. Bl uso de capas metilicas delgadas
as{ como de capas de dibxido de estafio pars este fin ya es

10 conocido,
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Con capas de oro de un espesor de aproXimazdamentve
150 & es posible, por ejemplo, aumentar la eficiencia lumi-
nosa de una liupara de descarga Ge vapdr de sodio en aproxi-
nadamente 20% en comparacidn con una lémpara sin una capa re-
flectora de infrarrojo. Esta mayor eficiencia luminosa en
lumen por watt es obtenida solamente, sin embargo, si la po-
tencig eléctrica suministrada a la lmpara es reducida a apro
ximadamente un cuarto en comparacibn con una lémpara de vapor
de sodio sin una capa de oro. Como resultado de esto, el flu-
jo luminoso disminuye a aproximsdamente un tercio., Estg dis-
minucidn del flujo luminoso tiene dos causas; debido a la
aislacibn térmicg mejorada es suficiente una corriente menor
para slcanzar la temperatura Oserativa Optima del tubo de
descarga; consecuentemente, sin embargo, la densidad de ex-
citacidn, es decir, la cantidad de electrones gue exciten
los 4tomos de Na, es concordantemente menor. Ademis se produ-
cen pérdidas de luz como resultado de la absorcibn y refle-
xién del filtro de oro.

Sin embargo, en esta relacidn se obtiene una mejo-
ra 5i se usa una capa de Aidxido de estafio en lugar de una ca-
pa de oro.

Aungue la potencig reflectorsz del dibzxido de estafio
para ondas gque ¢xceden de 4/Mm, que alimentan la parte esen=-
cial para la radiacibn térmica de las lémparas de descarga
de vapor de sodio, es menor gue la de una capa de cro, la
permegbilidad del filtro de didxido de estafio, no obstante,
es mucho mis alta de modo que tanto la cantidad de luz produ-
cida como la eficiencia luminosa son mayores gue en una lémpa~
ra con una capa de oro,.

Como es sabido, el comportamiento reflector selec—
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tivo de capas de semiconductores altvamente dopados en el
espectro infrarrojo es obtenido por la variacidn de lg su-
ceptibilidad del reticulado cristaline coao resultado de
was elovada concentracibén de portadores de carza libres. Si
debe lograrse una potencla reflectora elevala en la regibn
infrarroja, la concentracidn de los portadores de carza li-
bres, sobre la base de consideraciones tebricaz, debe exce-
dor de 10°%/ ci® y la movilidad de dichos portadores debe
ser tan graade como sea posible.

Ta fabricacidn de capas de 6xicos metdlicos del-
zadas sobre soportes de vidrio por descomposicidn téraica de
compuestos metdlicos adecuados ya es conocida desde hace -
tiempo. Usualmente se usa el asf llamado método de atomiza-
cibn. In este método el coapuesto metalico es atowmizado jun~
to con un solvente adecuado por aedio de una boguilla y eg -
ta mezcla es soplada contra el soporte de vidrio caliente en
lg forma de una niebla fina, produciéndose la conversidn en
el, 6xido metélico.

Una desgventaja de estos métodos conocidos es que
las cargs de dibxido de estado fgbricadas de esta nancra son
diffciles de reproducir eon relacibn a sus propiedades Opti-
cas y eléctricas. Por ejemplo, la potencia.reflectora en el
espectro infrarrojo { » = 8,um) fluctla enive 45 y BO:. '
Para la movilidad de los portadores de carga libre se encuen-

tran valores comprendidos entre 3 y 15 em2/volt seg. Las pro-

" piedades eléctricas y Spticas on las capas de didxido de es-

taflo son tan poco reproducibles debido a su gran dependencia
de lg temperatura a la cual se formg el Oxido.
En los métodos de pulverizacibn normales, las pla-

cas de vidrio son considerablemente enfriadas durante la pul~
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verizacidn como resultsdo del gire frio atrastrado. Por 1o
tanto a medida que el espesor de la capa aumenta la conduc—
+ividad especifica se viElve cada vez pero. Con tales capas
heterogéneas naturalmente no pueden espergrse resulitados re-
producibles, es decir no pueden obbtenerse buenos filtros re-—
flectores. Por 1o tanto en la fabricacibn de capas de dibxi-
do de ectafio se realizan varias operaciones de pulverizacibn
de poca duracidn a Tfin de que las placas de soportes no sean
considerablemente enfriadas y puedan ser calentadas nuevamen-

te durante las pausas en las etapas de pulverizacibn, o la
b}

- mezcla etomizada debe ser previamente calentada, 0 deben com-

binarse ambas medidas.

Se ha encontrado ghora que dichas desventajas pue-
den ser considerablemente reducidas en la fabricacibn de fil-
tros reflectores térmicos a base de Sxido de indio. Ademss,
las capas de 6xido de indio muestran una potencia roflecto-
ra mayor en el espectro infrarrojo y una permeabilidad mayor
para la luz de sodio que el dibxido de estafio (Snoz),

De acuerdo con la invencién la capa de recubrimien-
0 consiste substancialmente de bxido de indio (In203) dopa~
do.

Se ha encontrado que g diferencia de la fabrica-
cidn de capas de dibxido de estafio no es necesario para este
fin tomar medidas particulares para obtener capas reproduci-
bles que tienen potencias reflectoras buenasg.

Se ha encontrado que la conductivided y la potencig
relfectora de infrarrojos de las capas de &xido de indio a
temperaturas de fabricacidn superiores a 4002 C son substan-
cialmente independientes de la temperatura de fabricacidén, Ls-

to es una ventaja decisiva de las capas de Oxido de indio en
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comparacidn con las capas de 6xido de estafio en que la con-
ductividad y la potencia reflectora varian considerableuen-
te con la temperatura de fabricacibn.

A fin de que la invencidn pueda ser Ficilmente lle-
vada a la préctica, la misma serd descripta a continuacibn
nhs detalladamente, a titulo de ejemplo, con referencia al
dibujo acompafiado, en que: la figura 1 muestra curvas de
relexibn, y

La figura 2 muestra una lémpars de vapor de s0dio.

La figura 1 muesira la potencia reflectora de in-
frarrojos de dos cagpas de In203 (curvas 1 y 2) y de dos capas
de 5n0, (curvas 3 y 4) del misao espesor. Les capas de In203
fueron fabricadas a temperaturas de 5008 C (eurva 1) y 400eC
(curva 2) de la placa de soporte. Las capas de Sn0, fueron
fabricadas igualmente g 5002 G (curva 3) y 4002 ¢ (curva 4).

Duregnte la fabricacibdn de las capas,‘una solueibn
de un compuésto de indio es atomizado por medio de una bogqui~-
1la y la mezcls atomizada es sbplada en condicibn fria con-~
tra una placg de vidrio caliente. La temperagtura de la placa
de vidrio es elegida para ser més alta que 4002 ¢y preferi-
blemente estd comprendids entre 4002 C y la temperaturs de

ablandaniento del vidrio, Cugndo se usgn soluciones gouosas

usuglmente se obtienen solamente capas opacas gue no tienen

interds como filtros. Se obtienen capas totalmente brillantes
por el conbrario, si se usan solventes orginicos, por ejemplo
acetato butilico y butanol. Compuestos de indio que pueden ser
usados son, por ejemplo, InGl3 vy los otros haluros de indio.

‘ Para una potencia reflectorg elevads en el espec—
tro infrarrojo, es necesario que la conductividad de las ca-

pas de este tipo son tan alta como sea posible. Deberia ser
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al menos mayor que aproximedamente 2 X 1030mn~tem ™t

. 5i se
usan solsmente compuestos de indio estas conductividades no
pueden ser obtenidas. Por ejemplo, la conductividad cuando
se usd In.Gl3 alcanzb valores de solamente hasta 2 X 1.0° O~
en™t, Ta conductivided y consecuentemente la potencia reflec-
tora de infrarrojos puede ser consideragblemente aumentada si
se agregen dopadores particulares a la solucibn de partida.
Tos mejores resultados fueron obtenidos con Sn como dopador

(en la forma-de SnCl4) y F como dopador (en la fomma de wn

compuesto soluble de fluor, por ejemplo HF). Se obtuvieron

- econductividades de por ejemplo hasta 4,2 X 103 Ohm~t om™l,

Tas investigaciones en capas de diferentes espeso-
res han demostrado que oon espesores de cgpa superiores g 0,5
/um usuagluente se produce ung opacidsd como resultado de 1o
cual es reducide la responsabilidaed g la luz de sodio. Capas
que tienen un espesor inferior a aproximadamente 0,5/um es—
t4n completamente libres de absorcidn para la luz de sodio ¥y
su permeabilidad es modificada solamente por efectos de inter-
ferencia. Por lo tanto el espesor de la capa seri elegido de
modo que se obtenga exactamente una permegbilidad méxima para
lg luz de sodio. Sin embarzo se ha encontrado gue en &l caso
de capas delgadas de menor de agproximagdamente 0,29/um la po-
tencis reflectora disminuye considerablemente. Se obtuvieron
reéultados particularmente buenos con espesores de capa de -
aprox., O 31/um ¥y aproxﬂ 0 46 /um respectivamente. En ambos cs-
pesores de capa se obtiene una permeabilidad de 91% para luz
de sodio ( A aproximadamente 0,59 /um) (permeabilidad de la
placa de vidrio de sin capa aproximadamente 91 a 92%).

La potencia reflectora en el espectro infrarrojo

de la capa de 0,31 /um es substancialmente del mismo vglor que
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lg de la capa de 0,46 /um. Ainbss capas alcanzan una potencia
reflectora de aproximadamente 907 a )\ -10 ,um. Una capa de
dibxido de estafio de 0,32 /um de espesor fab;iCada en condi~
ciones bpbtimas +tiene una permeabilidad de 89y para luz de so-
dio y una potencig reflectora de infrarrojos de 807.

La invencibn sers descrita mis detalladamente con re-

ferencia a los ejemplos y tablas siguientes.

EJEPLO:

Se fabricaron capas pulverizendo una solucibn de
InCl3 en acetato but{lico, que contenia por litro de acetato
butilico 40 gr de Incly y una cantidad correspondiente de -
SnCl, como se muestrg en la tabla I. Bl espesor de la capa

4

era 0,32 wum. La Tabla muestra la resistencia superficial R o
en Ohm por cuadrado, la conductividad eléctrica T~ en Ohm™L -
cmfl, 1a concentracibn de los portadores de carga libres N -

{por em3) y su movilidad Hall /u en omQ/Volt seg. de acuerdo

con la adicidn de Sn establecida en ab.f en relacibn al In,

v caleulada sobre la base de la cantidad de SnCl4 agregadae

At.5S Sn REJ(Q) ™~ (e-lem™l) F (ca3) u(caFolt soz.
0,03 115,1 2,62 x 10° 2,36 x 10%9 71,9
0,3 11,0 7,64 x 10° 4,2 x 108 71,4
0,7 14,8 2,11x 100 1,97 x 10°° 46,8
1,5 9,54 3,02 x 10° 3,96 x 1020 48,2
1,8 9,00 3,48 % 10° 4,95 x 1020 43,8

2,3 7,35 4,25 = 103 5,70 x 1020 44,6
2,8’ 8,40 3,68 10° 5,98 x 1029 33,5
3,7 9,70 3,23 x 10> 5,74 x 10?0 35,1
5,5 8,55 3,65x 100 6,57 x 102° 31,8

- - sy o
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De la Pabla puede verse que la resistencis super-
ficial R[j disminuye a medida que aumenta lg adicibn de Sn
y alcanzs un minimo a aproximadamente 2,3 A.%. Ademés puede
verse que La concentracibn de los portadorés de carga libres
¥ aumenta cusndo auments la adicibn de Sn. Sin embargo, con
adiciones elevadas la movilidad disuinuye nuevamente de modo
gue para la conductividad se alcanza un miximo con unaglicidn
de Sn de aproximsdamente 2,3 at.%. En consecuencia las adicio-

nes de este rango son dptimas para una conductividad Sptima

v una alta potencia reflectora de infrarrojo. En el cago de

. un dopado con fluor, se obtienen resultados Optimos con adi-

ciones de aproximadamente 2 At.% en relacibn al indio.

La fisura 2 muestra esqueniticamente uvna vista par-
ciglmente en corte de una limpara de descarza de vapor de so-
dio,

Bl tubo de descarga 1 estd rodeado por una ampolla
externa de vidrio 4 que esti evacuada y comprende culotes 2
v 3. El tubo de .descargs comprende dos electrodos 5y 6 y con~
tiene ademds de la centidad requerida de sodio metdlico, un
relleno de gas nefn con una pequefia adicidn de argdn.

Tres lémparas con las mismas proporciones geométri-
cas internas fueron comparadas entre sf. En la laampara L, la
anpolls externa 4 estaba recubierta sobre el interior con una
capa de oro de 0,015 /um de espesor. Ba la léapara II la aampo-
11la externa 4 estaba recubierta en el interior con una capa de
dibxido dc estafio de 0,32 um de espesor. Le capa ¢ontenia -
gproximadamente 2 At.5 de P dopedor en relacifn a la cantidad
le estcfio. Bn la l&mpara III la ampolla cxterna 4 ¢staba re-
cubieria en el inerior con una capa de xido de indio de -

acuerdo con la invencién de 0,31 Vo de espesor. La capa con-



10

15

tenia 2,3 At.5% e Sn dopador eh relacibn a laz cantidad de
indio.
Se obtuvieron los resultados de medicibn que so

anuestraa en la Tablg IX.

I II III
Potencig eléctrica consumida (watt) 70 128 85
Plujo luminoso {lumen) 3750 16900 14100
Eficiencia luminosa (lumen por watt) 125 132 166

Bsta solicitud que corresponde a la presentada en
lz Repdblica Federal Alemana, el dfa 13 de noviembre de 1965
con el n® I 27625 VIIIc/21f, se acoge a log beneficios del

articulo 51 del vigente BEstatuto sobre Propiedad Industrial.

- ¥ 0T Ao -

Los puntos de invencidn propis y nucva que se pre-——-
sentan Dara gue sean objeto Ge esta solicitud de Patente de
Invencidn en Bspafia, por VEINIE giios, son los siguienﬁeé:

1.~ Dispogitivo de lémpara de descarga de vapor
de sodio cue tiene una envolbura permegble que, preferible-
mente sobre el lado que enfrenta al tubo de descerga, estd

I3

recubierta con una capa que es permegble o la luz de sodio
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v refleja la radiacidn infrarrojo, caracterizado porgue la
capa consizte sustanciaslmente de dxido ‘de indio (In203) G.o~
pado, .

2.~ Dispositivo de lémparas de Gescarga de vapor
de sodio de geuerdo con la reivindicacibn 1, caracterizado
porque la capa Ge recubrimiento consiste de bxido de indio
dopadec con estgfio o fluor.

3.- Dispositivo de lémpara de descarga de vapor
de sodio de acuerdo con la reivindicacibdn 1, caracierizado

porque el espesor de la capa esti comprendido entre aproxi-

‘medamente 0,2 y 0,5 /um.

4.~ Dispositivo de lémpara de descerga de vapor
de sodio de agcuerdo con lg reivindicacibn 1, caracterizado
porgue el espesor de lg capa es de aproximadamente 0,31 o
o 0,46 Jome

5.- Dispositivo de lémpara de deccarga Ge vapor
de sodio de acuerd6 con la reivindicacibn 1, ceracterizado
porgue la capa de recubrimiento contiene gproximadamente
2,5 at. % de estafio 0 gproximadamente 2 At.% de fluor en re-
lacibn a la cantidad de indio.

6.~ Dispositivo de lampara de descarga de vapor de
sodio,

Tal y como se ha descrito en lg Memoria que ante-
cede, representado en el dibujo que se acompafia ¥ con log

fines que se han especificado.



Bsta Memoria consta Ge once hojas ezcritas a mé-

guing por una sola cara.

‘‘‘‘‘‘
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